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【序論】多元系化合物 ZnSnAs2は InPと擬似格子整合(格子不整合度 ~0.3%)し，分子線エピタキシー

(MBE)により良質な薄膜が得られる半導体である [1]．我々はこれまでに InP(001)基板上への

ZnSnAs2:Mnのエピタキシャル成長に成功し，室温以上の TC (~333K)を得ている[2]．また，ZnSnAs2

をベースとした第一原理計算についても研究が行われており，Mn以外にも Crを添加することで室温

強磁性の発現が示唆されている[3]．そこで本研究では，新たに InP(001)基板上に ZnSnAs2:Crを作製

し，特性評価を行った． 

【実験】ZnSnAs2:Crは，半絶縁性 InP(001)基板上に~ 20 nmの ZnSnAs2バッファー層を介してMBE

により作製した．成長中は Crソースを 1200℃で加熱し、Zn，Sn，Asは，20 : x : 50 の割合 (x = 1.0, 

0.9, 0.6)で供給した． 電子線マイクロアナライザ(EPMA)で測定した結果，Cr 濃度は x に対してそれ

ぞれ 1.59, 2.42, 3.71 at.%である．作製した試料は，高分解能 X線回折法(HR-XRD)で構造解析を行っ

た． 

【結果】Fig.1 (a) は，HR-XRD により得られた 2θ/ω測定の結果である．ワイドスキャンの結果か

ら，InP基板によるピークの他に異相に由来するピークはみられず，ZnSnAs2:Cr以外の異相は認めら

れない．Fig.1 (b)は，InP(004)ピークの近傍である．ZnSnAs2:Cr および ZnSnAs2 バッファー層が

InP(001)基板と近い格子定数でエピタキシャル成長していることが確認できた．Cr供給量の増加に伴

い ZnSnAs2:Cr(004)のピークは高角度側にシフトしており，格子定数は小さくなることがわかった．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 (a) ZnSnAs2:Cr / ZnSnAs2 / InP(001)の 2θ/ω，(b) InP(004)の近傍における回折パターン 
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